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(54)(57) 1. ДИАФРАГМА ПЛАЗМЕННОЙ 
УСТАНОВКИ, состоящая из секторных 
элементов ', о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что, с целью уменьшения загряз-
нения плазмы тяжелыми примесями 
и повыиения ресурса работы диафраг-
мы, обращенная к-плазме поверхность > 

элементов выполнена из пористого 
тугоплавкого материала, поры кото-
рого заполнены твердофазным напол-
нителем с близким к тугоплавкому 
материалу значением произведения 
коэффициента распыления на атомный 
вес. 

2. Диафрагма по п. 1, о т л и-
ч а ю и а я с я тем, что пористый 
слой образован тканево-нитяной туго-
плавкой структурой. 

3. Диафрагма по п. 1, о т л и -
ч а ю щ а я с я тем, что обращен-
ная к плазме поверхность элементов 
образует с осью диафрагмы угол, ве-
личина которого одного порядка с ве-
личиной отношения продольной скорос-
ти заряженных частиц в пограничном 
слое плазмы к их поперечной скорос-
ти. 
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Изобретение относится к элемен-
там устройств для получения и иссле-
дования плазмы, может быть исполь-. 
зовано при создании установок для 
получения термоядерного синтеза. 

Известны диафрагмы тороидальных 5 
плазменных устройств, выполненные 
в виде тонкостенного металлического 
кольца [1] . 

У этого устройства небольшая тем-
пературная стойкость. 10 

Наиболее близка к предлагаемой 
диафрагма- плазменной установки, сос -
тоящая из секторных элементов [2} . 

Контактируя с плазмой, эта диа-
фрагма подвергается воздействию ин- ^ 
тенсивных потоков заряженных частиц 
и сама является источником приме-
сей, поступающих в плазму. 

Цель изобретения - уменьшение 
^загрязнения плазмы тяжелыми приме-
сями и повышение ресурса работы диа- 20 
фрагмы. 

Цель достигается тем, что обра-
щенная к плазме Поверхность'сектор-
ных элементов выполнена из"порис-
того тугоплавкого материала, поры 25 
которого заполнены твердофазным на-
полнителем с близким к тугоплавкому 
материалу значением произведения коэф-
фициента распыления на атомный вес.', 

Пористый слой образован тканево-1 30 
нитяной тугоплавкой структурой. 

Обращенная к плазме поверхность 
секторных элементов образует с 
осью диафрагмы угол, величина кото-
рого одного порядка с величиной 35 
отношения продольной скорости заря-
женных частиц в пограничном слое 
плазмы и их поперечной скорости. 

На чертеже представлено попереч-
ное сечение диафрагмы. 40 

Диафрагма состоит из секторных 
элементов,-обращенная к плазме по-
верхность 1 которых выполнена из 
пористого тугоплавкого материала, 
поры которого заполнены твердофаз-

ным наполнителем с близким к туго-
плавкому материалу значением произ-
ведения. коэффициента распыления на 
атомный вес. Пористый слой" может 
быть образован тканево-нитяной туго-
плавкой структурой. Пористая часть 
диафрагмы через подложку 2 крепит-
ся к несущему элементу диафрагмы 3. 
Обращенная к плазме поверхность сек-
торов диафрагмы 1 образует с направ-
лением тока в плазме угол oi , величи-
на которого одного порядка с величи-
ной отношения продольной скорости 
заряженных частиц пограничного слоя 
плазмы к их поперечной скорости. 

Устройство функционирует следую-
щим образом» 

При взаимодействии с плазмой ту-
гоплавкая пористая структура слоя 
обеспечивает постоянство геометри-
ческой формы даже в случае местного 
расплавления наполнителя. Малая плот-
ность наполнителя, в качестве кото- • 
рого можно использовать, например, 
кремний, алюминий, цирконий с близ-
ким к материалу пористого слоя 
(вольфрам, графит) произведением 
коэффициента распыления на атомный 
вес, позволяет пучкам ускоренных 
электронов- проникать на большую глу-
бину по сравнению с тем случаем, 
когда поверхностный слой выполнён, 
например, целиком из вольфрама. Боль-
шая глубина проникания электронов 
приводит к понижению температуры по-
верхности и к перераспределению тер* 
мических напряжений, а пористая 
структура снижает вероятность рас-
iтрескивания слоя при тепловых уда-
рах. 

Эффективность предлагаемой диаф-
рагмы состоит в снижении уровня тя-
желых примесей, поступающих с ее 
поверхности в плазму, в.результате 
чего уменьшаются потери ее энергии, 
увеличиваются энергетическое время 
удержания и стабильность разряда. 
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